3.1.3,1

O material tipo N pomsui:

somante neutrden

alectrdea em esxcesso

falta de mlectr3an

lacunas sm excesso
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Nota: Por dafinigdlo o material com sleotrdes sm BXCA8E8C
diz-se do tipo N. Deaigna-se por N poTrqus cg slaoctrdes

tdn carga negutiva,
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Quands o germ3nio contém uma pequena porgido de arsénio

a] origina material tipo P ...

bj

G) contém mais lacunas livres

d)

Notar~
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" poucos alectrdes
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Us dtomos de germdnio ou de silfeic 18m na sua dltima
camada 4 elactrdas,

O Atomoa da gdlio ou de indio ta3m na aua dltima camada
3 elactrSen,

0% Atomos de féaforo, aradnio ou antlmﬁnln
dltima camada 5 elactr3es,

t@m na sua

Se adicicnarmos ac germdnio ou ac silicio Stomos de g&li®
ou Indio obtemoa um esmicondutor tipo P; mas me lhes adi-
¢ionarmos Atomoz de féeforo, de arsEnin ou d& antiménio
obtemos um semicondutor de tiEE N,

Ace Aitomos que ge adicionam Ao germdnic ou aq silicio d4-3e
0 nome de impurezas,

Am impurezans adicionam-ne em prapnrgﬁuu mito pequenas:

1 Stomo de impureza para 100 milhBes de 4tomos de germ3nio
ou de silicio.

Um dos 5 elesctrdes da impureza no semicondutor tipe N liber-
ta-ge facilmente do seu &tomo e fica livre. -
5@ aplicarmses um certp valsr 32 tergis sontinua ao senlﬁﬂﬁ

dutsr tipoe 17 varificsz-ge 3i2 2 g.x razistividaze diminul
WM2ita oem relasic a0 Sermdnic o ruan . o=loaiifsic piro & gue
32 Origina uNs Iirrenteé 1Tl Tiun [ il: oszrlreziic dns alec-
tries livrem, =3 z.izlz #8: a0l o LIl onels osrzitivs A3
viln=s,



